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Esta invencién se refiere a una disposicién
de circuito pare sintonizar y conautar el margen o ban-
da de un circuito resonante de radiofrecuencia (RF), por
ejemplo, en un sintonizador de un receptor de televisidn,
que coaprende un diodo de capacidad variable que se pue-
de controlar por medio de un voltaje o tensién de sinto-
nizacién para sintonizar el circuito resonante, y un dio-
do de conmutacién controlable por wedio de un voltaje de
conmutacién y parte de corto~circuito de la inductancia
del circuito resonante para cambiar o conmutar el margen
de onde y un generador de tensidn o voltaje de conmuta-
c¢ién controlado por el voltaje de sintonizacién y que ge-
nera el voltaje de conmutaciédn para el diodo de conmuta-
cidn. :

Laé operaciones conocidas hasta shorea pars la
conmutacidén de margen o banda en sistewmas selectores de ca-
nal en receptorss de televisidn son conocidos por la biblio
grafie, entre otros, "Funkschau", de 1.972, ndmero 8, pé-
ginas 249 g 252, y de la solicitud de patente alemana pu-
bliceda, ndmero 2.116,901, Tales circuitos de conmutacidn
estén basados en el siguiente principio:

El sintonizedor o los sintonizadores estén dis-
puestos de tal manera que se efectdia una divisidn, por
e jemplo en el margen de muy alta frecuencia (VHF) en la ban

da I y en la banda III, desde una entrada de antena en la
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etapa inicial. Subsiguientemente se efectia amplificacio-
nes separades en la banda I y en la bande III, seguidas
por un filtrado separadoc hasta que, finaluente, las sefia~
les se aplican a las pertinentes etapas mezcladoras, y

la mefisl de IP para la banda Il ¢ la banda I se pueden
derivar de la salida de estas etapas mezcladoras o del sin

tonizador de UHF, que estd en general dispuesto separada-

mente.
En la solicitud de patente alemana publicada,

ntwero 2,116,901, la anteriormente mencioﬁada conmutacién

de margen se obtiene satisfaciendo las condiciones de osci-
lacidén, con dependencia de la tensién de sintonizacidén, de
diferentes maneéras. Es cierto que esto da lugar a una se-
paracidén, puro en este caso las etepas del preamplificador
de RF continuan funcionando y esto puede conducir a produc-
tos de modulacidn no deseados debido a transmisores de fuer-
te interferencia (por ejemplo, Fi, wobilofon, etc) que ocu- °
rren posiblemente en los wérgenes intermedios,

Se sabe también conmutar o cambiar las etapas
préliminares, es decir, los circuitos resonantes de RF pre-
sentes en estas etapas, Se ssbe taabién corto-circuitar la
bobing del margen de onda, 1o que no es necesario, por me-
dio de un conmutador. En la solicitud de patente alemana
publicada ndmero 1,791.222, se describe una disposicién de

circuito pars sintonizacién, en la que, con dependencia de
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la tensién de sintonizacidn, los‘diodos que estén conecta~
doa en paralelo con los cirecuitos resonantes se conuutan
en el sentido de paso a diferentes potenciales de este vol-
taje de sintonizacidn, de manera que los circuitos reso-
nantes o las bobinas de c¢circnitos resonantes del margen de
onds pertinente estén en corto-circuito.

Un circuito resonante eléetrico con una frecuen
cia resonante que se puede cambiar electrénicamente se co~
noce de la solicitud de patente alemana publicadé, nimero
2,134,466, Aqui la trayectoria de colector-emisor de un
transistor esté4 conectada con respecto & la corriente con-
tinua en paeralelo con el diodo, y la base del transistor
es activada por una tensién pulsatoria. Un circuito com-
pleto para cambiar un sintonizador para un receptqor de te-
levisién se describe en la meworia de la patente norteame-~
ricana ndmero 3.646,450, Aquf se describe en principio un
conantador electrdénico para los circuitos resonantes, & sa~
ber; para el circuito amplificador de entrada, el circuito
amplificador de salida, el circuito mezclador y el cireui-
to oscilatorio. Todos los circuitos resonantes incluyen un
diodo de sincronizacidén de capacidad variable, adicional-
mente denominado diodo de capacidad variable. Este diodo
de capacidad variable est4 conectado, a través de las bobi-
nas del circuito resonante, al punto de referencia comin

por un lado, asf, por ejemplo, en este caso a masa, El
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otro lado del diodo de capacidad veriable esté conectado
a una toma de un potencidmetiro, cuya toma esté conectada
a la tensién directa de sintonizacidn. Estz tensidn de
sintonizacién puede as{ casbiar desde + 2V & & 30V, El
cireuito conocido es como sigue:

La bobina de inductancia del circuito resonante
esté dividido en dos bobinas parciales, una de las cuales
esté derivada por un diodo de conmutacién. Asimismo en
este caso, segin se describe més arriba, el diodo de con-
mutacién esté previsto con la finalidad de interconectar
este diodo con dependencia de la tensién de sintonizacién
y con la finalidad de poner en corto~circuito una bobina
de margen de onda, es decir, una bobina parciasl, de wmanera
que se realice una conmutacidn o cambio de margen de onda.
La esencia de esta memoria de la patente de los Estados
Unidos ndmero 3.646.450 es la disposicidén de cireuito para
conmutar estos diodos de conmutacién., Sus énodos estén co=-
nectados a un transistor de conwutacidn que se pone al
corte a tensiones de sintonizacidn bajas y, por esta razdén,
todos los diodos de conmutacién estén en la regién de cor-
te a tensiones bajas de corriente continua de sintoniza-
cidén, Solamentie cuando se alcanza una cierta tensién de
simtonizacidn, por ejemplo de 13 V, conecta el transistor
de conmutacidn una tensidén positivae, directamente a los

diodos de conmutacidn que estén conmutados en la regidn de
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paso., Los transistores de conmutecidn en el circuito de
corriente continua son excitados por un segundéo transis-
tor gue se puede ocenowminar transistor excitador o acti-
vador, Este transiztor activador se combina con otro ter-
cer transistor para un circuito amplificador diferencial,
¥y esto de tal manera que, para un uabral de tensién deter-
minado, previamente establecido por laus resistencias, es
decir, a una tensién de corriente continua wuy deterwinada,
lo cue a su vez significa una tensién de sintonizacidn muy
determinada, se alcanza esté tensién de umbral. Cuando se
alcanzea este valor de umbral, el tercer transistor antes
wencionado, que es norualmente activado a tensiones bajas.
de sintonizacidn en la regién de paso, se pone al corte y
se interconecta el transistor activador antes citado. El
circuito de colector de este transistor tiene una resisten-
cia de colector situada en el circuito de emisor-~base del
transistor de conmatacién. Cuando ocurre una calda de ten-
sién en esta resistencia de colector, el transistor de
conmutacién puede ser interconectado bruscamente y actuar
con ello & los diodos de conmutacién, ILa invencidn estéd
beasada principalmente'en ente téenica znteriormente mencio-
nade, de acuerdo por lo tanto con la memoria de la paten-
te norteamericana ndmero 3.64€.450.

La figura 2 de la menoria de la patente nortee~

mericana ndmero 3.646.450 muestra, segdn se ha descrito
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anteriormente, un cambio o conmutacidén de los circuitos
resonantes cediante la puesta en corto-circuito parcial
de bobinas de inductancia al alcanzense un cierto valor
de uambral, es decir, al alcanzarse un cierto valor de ten-
sidn de corriente continua de la tensién de sintonizacidn.
Sin ewbargo, esta tensién de sintonizacidn es siempre .
aproximadamente igual a la tensién existente en los diodos
de capacidad varisble. Por lo tanto, los diodos de capa~
cidad variables son activados en el margen de frecuencias
inferior o en la banda de frecuencias inferior en una re-
gidén caracter{stica que muestra parcialwente una gran
inclinacidn,Aen tanto que la inclinacidn del margen de fre-
cuencias superior es cotigiderablemente wenor. Esta desven-
taja ha de evitarse, '

En une disposicidn de circuito de conmutacién
o cambio del tipo descrito anteriorwente, la invencién pro-
porciona una solucidn, segln se describe en la reivindica-
cién primera, Cuando se utiliza la invencidn, se puede
utilizar toda la inclinacidn de los diodos en cada margen,
lo que tiene veniajas considerables debido & que sin esta
inclinacidn no se pueden gintonizar en gbsoluto las ban-
das o regiones de frecuencias deseadas con el diodo dispo-
nible de capacidad variasble, adewméds, la capacidad de conmu-
tacién o la capacidad de dispersidn existente en cada cir-

cuito resonante de RF tiene mucha menor influencie sobre
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las condiciones del circuito resonante,.

En los dibujos se wmuestran realizaciones de
acuerdo con la invencién y se describiran con més deta~
lle en lo que sigue.

La figura 1 muestra un denowinado circuito de
base para un sintonizador de VHF de acuerdo con la inven-
cidnj

La figura 2 wmuestra una realizacién de un'gene-
rador de tensién de conmutaciédn para la disposicién de
circuito de la figura 1;

La figura 3 muestra un circuito de base para
un sintonizador combinado de UHF-VHF de acuerdo con la
invencidn;

Las figures 4 y 5 muestran realizaciones de un
generador de tensién de conmutacidén para la disposicidén de
circuito segin la figura 3

La figura 6 muestra, en un gréfico, la tensidn
de 4nodo de los diodos de sintonizacién, dependiente de
la tensidn de sintonizacién;

- La figura 7 muestra un gréfico de la tensién de
bloqueo de diodo de los diodos de sintonizacién, dependien
te de la tensién de sintonizaoidn;

La figura 8 muestra un generador de tensién de
conmutacidn para obtener la tensién de conmutacién de la

tensién o tensiones del oscilador.
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En la figura 1 la referencia TRO designa el
transistor de entrada o el transistor de la etapa preli-
minar de un sintonizador de VHF de un receptor de televi-
gién, La sefial de entrada que llega por la antens y que
pesa a través de un filtro de entrada estéd disponible
en los terminales 1. La base del transisitor TRO estéd co-
nectada a través de Cl, un condensador relativamente gran
de de, por ejemplo, 1,000 pF, al punto de referencia co-
zén, en este caso, @ masa. La tensién de control UR pa-
ra el control de ganancia autowédtico se aplica a través
de una resistencia al transistor TRO, Una bobina de reac-
tancia Dr cierra el circuito de. corriente continua de
colector con respectc a masa., El siguiente filtro ¢, res-
pectivamente, los siguientes circuitos resonantes de RF
es o estén acoplados, a través de un condensador CK, con
el transistor de entrada TRO, Los wiswmos consisten en
bobinas inductoras LI para la banda I y LIII para la ban-
da III y en diodos de sintonizacién, es decir, diodos Dl
y D2 de capacidad varieble, cuyas capacidades se pueden
casbiar mediante la tensién de sintonizacidn UA a través
de una resistencia Ri de aproximadamente 39 kOhm. Un con~
densador C2 tiene un valor de, por ejemplo, 1.000 pPF y
conecta un extremo de los diodos D1 y D2 de capacidad
variable a masa. kientras que el acoﬁlamiento de entra-

da en estos circuitos resonantes de RF puede tener lu-
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gar a través del condensador CK, gue puede ser del orden
de 2,2 pF, el acoplamiento de salida se efectda para la
banda I a través de un condensador C4 de aproximadawente
3,9 pF y en la banda III = través de un condensador C5
de, por ejeaplo, 1,5 pF., Para el cawbio de las bandas se
disponen otros dos diodos D3 y D4 en el circuito resoﬁan-
te de EF, los cuales se conectan, a través de une bobina
de acoplamiento cowdn LKIII, a una conexién de corriente
continua USI y, a través de las bobinas LI de banda y
una bobina de acoplamiento comin LKI y una resistencia
R9 de, por ejemplo, 2,7 kohm, a masa.

Cuando los diodos D3 y D4 estén en la regidnm o
zona de bloqueo, las bobinas de banda LI y LIII son con-
juntemente activas y cuando se sintonizan los diodos D1
y D2 de caepacidad variable, se efectia la sintonizacién
en la banda I, Por otra parte; con los diodos D3 y D4 en
la-regién de paso, sélo son activas las bobinas de banda
LIII y se efectia la sintonizaecién en la banda III con
los diodos de capacidad variable.

La figura 2 muéstra el generador de tensidn de
conmutacién o cambio para la disposicién de ecircuito de

la figura 1. El mismo contiene un transistor TR2 con un

_ divisor de potencial de base Rl - R2 y una resistencia

de colector R3 y un segundo transistor TRl con una resis-

tencia de colector R5. En este caso, el colector, desig-
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nado por USI de TRI, sirve para la conexién al teraminal
USI de la figura 1. Para pequeflas tensiones de sintoniza-
cién, el transistor TR2 estd al corte y el transistor TR1
esté conduciendo. asi, esto se aplica, por ejemplo, a
una tensidén de sintonizacidén UA wmenor de 6 V, Como con-
secuencia, los énados de los diodos de conmutacién D3 y
D4 se conectan a mesa a través de la bobina de acoplamien-
to comun LKIII y el circuito de colector-emisor del tran-—
gistor TR1, Los cétodos de los diodos de conmutacidn D3

y D4 estén conectados a masa & travds de las bobinas de
bande LI, la bobina de acoplamiento comin LKI y la resis-
tencia R9, Debido al umbral de tensidn interna de 0,7 V,
eatén bloqueados los diodos de conamutacidn D3 y D4, Cowo
gse ha descrito ya en lo gque antecede, las bobinas de ban-~
da LI y LIII son de este modo activas conjuntamente y la
gintonizacién se efectia dentro de la banda I, El extremo
superior de la resistencia R9 y los édnodos de los diodos

de conmutacidén D3 y D4 se conectan as{ a masa y a 0 V,

respectivamente,
De este wodo, un cawbio a la banda III debe cau-~

gar una interconexién ae los diodos de conmutacidn y, por
lo tanto, uh corto-circuito de las bobinas de banda LI.
Esto se efectfa en la disposicidn de circuito de acuerdo

con la invencidén del wodo siguiente:

Cunando los valores de las resistencias son los
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siguientes:

Rl, aproximadamente 56 kohm

R2, aproximadamente 470 koham

R3, aproximademente 10 koham

R5, aproximedamente 1 kohm
y -.cuando las polarizaciones UV, seglin se muestran en la
figura 2, en la resistencia R5, igual a & 8V y en la re-
sistencia R3, igual + 12V, el transistor se interconecta
cuando la tensidn de sintonizacidn Ua rebasa el valor de
+ 6V, es decir, TR2 se hace conductor. Este transistor acti-
vador TR2 lleva al transistor de conmutacién TRL a su esta-
do de corte, Entonces fluye una corriente desde el manan-
tial de tensidén de polarizacién de + 8V, a través de la
reaistencia RS y del terminal USI, la bobina de acoplamiento co
mfn IKIII y los dog diodos de conmutacién D3 y D4, a tra-
vés de las bobinas de banda LI y la bobina de acoplamiento
comin IKI y la resistencia R9, a mesa. De este modo, cuan-
do la resistencia RS tviene un valor de 1 koha y R9, segin
se ha indicado anteriormente, tiene un valor de aproxima-
damerite 2,7 kohm y cuando la tensién de polarizacidn es
de + 8 V y las tensiones de paso en los diodos de conau-
tecidn D3 y D4 son de aproximadamente 0,6 V, la corriente
e través de la resistencia R9 es de aproximadamente 2 mA.
Se puede calcular entonces fécilwente que la toma superior

en la resistencia R9 cambia de O V a 5,4 V.
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Como se sabe generazlmente, un circuito de co-
rriente continua se ha de bloquear con respecto a las ten-
siones de RF. A este fin, se dispone el condensador 18,
que puede tener un valor de aproximadamente 1,000 pF., De
la misma maners, la resistencia R9, que es s6lo esencial
para el circuito de corriente continua, se deriva igualmen-
te mediante un condensador C9. Este condensador puede te-
ner igualmente un valor de 1.000 pF.

La fizura 3 muestra una forama adicional de la
disposicién de circuito de la figura 1 para un sintoniza-
dor combinado para dos bandas en el margen de VHF y para
una banda en el mergen de UHF, Los coamponentes de la figu-
ra 3 qué tienen los wismos ndwmeros de referencia que en .
la figura 1 tienen las wmiswmas funciones. Es evidente que
en la figura 3 exiaten bobinas adicionales LU para el mar-
gen de UHF y ademés diodos de conwmutacidén adicionales D5
y D6 que conducen & una bobina de acoplamiento comdn para
el margen de UHF designada por LKU y conectada a masa en
la unién con un condensador C7 del orden de aproximadamente
1,000 pP. Sin embargo, puesto que debe tener lugar unsa
conmutacién o cambio adicional, estén previstos dos diodos
de conmutacidn adicionales D5 y D6. Los puntos de cone-
xién asociados para el generador de tensién de conmuta-
c¢idn se designan por USU y USI1I, y los generadores aso-

ciados de tensidén de conuutacibén se auestran en las figu-
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ras 4 y 5. De acuerdo con la figura 2, estos circuitos se-
gin la figura 4 y la figura 5 consisten igualmente en dos
transistores., Las resistencias RU y R11l tienen, cada una,
un valor de aproximadamente 1 kohm, en tanto que las re-
sistencias R7 y Rl4 tienen cada una un valor de¢ 10 kohm,

La resistencia K10 y R16 aproxiwmadamente 470 kohm cada una,
la resiatencia R8 aproximadamente 27 kohm y la resisten-
cia R15 aproximadamente 56 kohm.

Aunque en la figura 2 se aplicd la tensién de
sintonizacién a travéds de R2, esto se efectia en la figu-
ra 4 a travéds de la resistencia R10 y en la figura 5 a tra-
vés de la resistencia R16, adends, el funcionamiento es
el mismo que en la figura 1 y en la figura 2 y por lo tan-
to como sigue: )

De manera anéloga que para el transistor TRl de
la figura 2, las etapas inversoras de fase con los tran-
sistores activadores TR4 y TR6 se disponen sntes de los
transistores de conmutacién TR3 y TR5. Estos resulta del
hecho de que los transistores, a saber, los transistores
de conmutacidn TR3 y TR5, conducen a bajas tensiones de
sintonizacidén Ua y estén al corte a tensiones de sintoni-
zacidn--mayores, en tanto que los diodos de conmutacién D5
y D6 que tienen la misma polaridad que los diodos de con-
mutacidn.DB y D4 estén previstos en los circuitos de RF.

El funcionamiento es cowo sigue:
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Cuando la tensién de sintonizacién UA es menor
que 6 V, los transistores activadores TR4 y TR6 estédn al
corte y los transistores de conuutacién TR3 y TR estén
conduciendo. Como consecuencia, los puntos de conmutaciédn
USIII y USU y, por lo tanto, los énedos de todos los dio-
doé de conmutacién D3, D4, D5 y D6 estédn conectados a ma-
sa, Los c4todos de estos diodos estén conectados al poten-
cial de masa a través de la resistencia R9, que es asi co-
min para todos los diodos. Todos los diodos de conmutacién
se bloquean debido al umbral de tensién interna de 0,7 V.
El extremo superior de R9 y, por lo tanto, los anddos de
los diodos de sintonizacién D1 y D2, estén a O V. ,

Un cambio a la banda III de UHF se efectia cuan-
do la tensidn de sintonizacidén recibe valores comprendi-
dos entre 6 y 12 V, En realidad, el transistor eetivador
TR6 se pone entonces en conducidn, con &l resultado de
gue el transistor de conmutacidén TR5 se pone &l corte. Co~
mo ya se ha descrito en relacidén con la figura 2, puede
fluir entonces una corriente a masa desde el manantial de
tensidn de polarizacidén de + 8 V, en este camo a travéds de
la resistencia Rl1l y a través de los diodos de conmute~
cidn D3 y D4, por las bobinas de ban3a 1LI y por la bobi-
na de acoplamiento comén IKI y la resistencia comin R,

De este modeo, cuando ls tensidn Je sintonizacidn UA reba-
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sa el valor de + 6 V, no sélo estén interconectados los
diodos de conamutacién D3 y D4 y, como comsecuencia, estén
en corto~circuito las bobhinas de banda II, sino que tam-
bién el extrewo superior de la resistencia R9 y, por lo
tanto, la tensidén de 4nado en la capacidad variable de
los diodos, cambia a aproximadamente 5,4 V, segin se mues-
tra en el gréfico de la figura 6 para el valor de tensidén
de sintonizacidn Us = 6 V.

Cuando la tensién de sintonizacidén excede del

valor + 12 V, se efectda un cambio a UHF, La tensién de

-gintonizacidén en la resistencia R0 de la figura 4 =alcan-

za entonces un valor que pone el transistor activador TR4
en su estado de conduccidn y esto hace que se ponga al
corte el transistor TR3 de conmutacidén. Entonces puede
fluir una corriente a wasa desde el manantial de polari-
zacién UV de + 16 V a través de lé resistencia RU, a tra-
vés del terainal USU, la bobina de acoplamiento comin LEKU
y los dos diodos de cpumhtacidn D5 y D6, a través de las
bobinas de banda LIII y LI y la bobina de acoplamiento co-
adn LKI y la resistencia R9, Como consecusncis, aumente
adicionalmente la tensién en la resistencia R9 a un valor
de + 11,25 V, como se muestra también en la figura 6. la
corriente que fluye a través de RU y de los diodos de con-

mutacién D5 y D6 y a través de la resistencis R9, se pue-

~ de alcanzar con las resistencias mencionadas y es de apro-
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ximedanente 4,17 wmA, de manera que se obtiene la tensidén
antea citade en R9, de aproximadamente 11,25 V,

Cuando se cambia a UHF, cowmo en el caso de ten—
siones de sintonizacién de wés de 12 V, no sélo estén
interconectados los diodos de conmutacién D5 y D6 de ma-
nera que estén en corto-circuito las bobinas de banda
IIII sino que tambidén la tensién en la resisiencia R9 y,
como consecuencia, en los énados de los diodos de capaci-
dad variable D1 y D2, se incremehtan hasta 11,25 V. 3in
embargo, puesto que la tensién en R9Y és mayor que la ten-
8ién en R1l los diodos de conuutacidén D3 y D4 estén igual-
mente bloqueados. Esto no es esencial para el funciona~
miento debido a que un corto-circuito de las bobinas de
banda LI se realiza también por los diodos de conmutecién
D5 y D6.

El gréfico de la figura 6 muestrs la tenaidn
de 4nodo de los diodos de sintonizacidén D1 y D2, a saber,
la tensidn de énado relativa al punto de referencia co-
mén. La tensidn directamente presente entre el cétodo y
el dnado de este diodo es activa en los diodos de capaci-
dad variable Dl y L2 y'esta tensidén se puede denominar
tensidn de bloqueo USD de diodos o tensidn de diodes de
capacidad variable. Esta tensidn, que es decisiva para
la sintonizacién, wuestra una variacidén completamente di-

ferente de la tensidn de la figura 6 y esta variacién di-
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ferente se muestra en la figura 7. Siempre que se conmu-
{2 un nuevo wmargen o banda, la tensidn activa disminuye,
disminuyendo por lo tanto la tensién de bloqueo de diodos
hasta aproximadamente O V y aumentando desde ese punto
para obtener un tipo de tensidn en diente de sierra. Esta
manera de conducir la tensidén es el punto principal de

la invencién. La ventaja consiste en que la capacitancia
activa de los diodos de capacidad variable para cada mar-
gen de recepcién4se utiliza_en regiones de cambio mucho
mayores, es decir, en las regiones que tienen la incli-
nacién méxima, donde la inclinacién es igual & la varia-
cibén de la capacitancia como funcidn de la tensién de
sintonizaéidn.

‘ Las etapas antes citadas se representan en las
figurés 1l y 3 para un filtro de pasabanda que estd dis~
puesto enire la etapa de entrada y la etaps wezcladors,
De la misma manera, la invencidén se puede utilizar alter-
nativamente cuando el filtro incluye sélo un diodo de ca~
pacidad variéble. La invencidn es asi adecuada también
para circultos que estén designados como circuito preli-
minar o como circuito oscilatorio.

Se ha de observar que el acoplamiento de sali-
da del canal de UHF se puede efectuar a través del con-
densador C6, que puede tener un valor del orden de 1 pF,

La etapa mezcladora estéd conectada a estos puntos, por
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e jemplo los puntos de conexidn segin le figura 1 pare

la banda I estén de acuerdo con el punto D segén la so-
licitud de patente alemana publicada ndmero 2.116.901

¥y el punto de conexién para la banda III de la figura

1 estd de acuerdo con el punto A segin la solicitud de
patente alemana publicada ndmero 2.116.901. En lo que se
refiere a los puntos de conexién de la banda I, la Ban-
da III de la figura 3, se aplica lo mismo que se ha indi-
cado con referencia a la figura 1, pero en este caso exis-
te tembién una conexidén de UHF que estéd unida al punto co-
rrespondiente de acuerdo con la solicitud de patente ale-
sana anterior P 2261395.2,

Otre pusibilided consiste en que las tensiones
de conmutacién pera los diodos que operan como conmuta~
dores se obtienen de la tensidén del oscilador. Dicho ge-
nerador de tensién de conmutacién se muestra en la figu-
ra 8. Aqui los circuitos resonantes conocidos para la
banda I de margen VHF y la bande III de margen VHF se
preven con referencias adicionales, a saber, el circuite
resonante® para la banda I consistente en la bobina LOI
y el condensador COI esté dispuesto entre un condensador
de acoplamiento CEQOLl y el punto de referencia comdén, y
el circuito resonante pars el margen 1II consistente en
una bobina LOIII y un condensador COIII estdéd dispuesto

entre un condensador de acoplamiento CHO2 y el punto de
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referencia comin,

En la disposicidn de circuito de acuerdo con
la figure 8 el punto de partida es una disposicidn de cir-
cuito como la descrita en la solicitud de patente alema~
na publicada, ndmero 2.116.901,

Para el margen I el zcoplamiento de salida se
efectia en 21, para el margen o la banda III se efectda
en 22, Los coamponentes tienen los sigu;entes datos téc-
nicos:

transistor TR7 y TR8, por ejemplo del tipo

BC238, 7

condensador Cl0, aproximadamente 1 pF, Cll apro-
ximadanente 2 pF, Cl2 aproximadamente 2 pF y las resisten—
cias R10 aproximadamente 10 kohm, K21 aproximsdamente 3,9
kohw, R22 aproximadawente 27 kohm, R23 eproximadamente .
470 kohm, R24 aproximadasente 10 kohm, R25 aproximadanen-
te 5,7 kohm, R26 aproximadamente 5,6 kokm, R27 aproximada—
wente 27 kohm, R28 aproximedamente 470 kohw, R29 aproxi-
cadanente 100 kohm. El diode D7 puede ser, por ejeaplo,
del tipo OA 90. Las salidas de la disposicién de eircuito
estdn designadas por USIII y USU y estérn coonectadas a
las conexiones correspondientes de le figura 2.

Bl funcionamiento de la disposicidn de eirecuito
de acuerdo con lg figure 8 es como sigue:

En caso 8e oscilacién en el wargen de UHF, los
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circuitos resonantes LOI y LOIII estén exentos de ten-
sién. Ios transistores TR7 y TR8 no conducen corriente.

Log elecirodos de base de estos transistores reciben una

tensién positiva a través del divisor de potencial R22 - R23

y R27 -~ R28, pero estas tensiones de base son insuficien-
tes para rebasar el valor interno de umbral de base-emi-
sor de los transistores. Fuesito que los transistores no
conducen corriente, sus tensiones de colector son eleve-
das (USIII =4 8 V, USU = & 16 V),

En czso de oscilacidn en la banda III, el dio=~
do de emigor-base del transistor TRS operé como un recti-
ficador para la tensién de oscilador presente en el cir-
cuito resonante ILOIII, ILa componente de corriente con-
tinua que fluye a través de K29, TRS y R26 hace que la
tension en el terminal USU diswinuya hasta aproximadamen-
te O V., En caso de oscilacién en la banda I, la tensién
del oscilador en el circuito LOI es rectificada del wis-
mo wodo por el transistor TR7, de manera que le tensidn
en el terminal US1II se reduce hasta aproximadamente O V,
Ademés, se efectds una rectificacidén mediante el diodo
D7. La corriente continua resultante a través de R29,
TR8, R25, D7 y R20, en tanto que la tensién de salida
USU es tawmbidn baja,

Para los transistores utilizados se puede usar

el tipo BC 238, el tipo BB 105 para los diodos de capa=
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cidad variable, el tipo OA 91 para el diodo D7 y el tipo

BA 182 para los diodos de conautecién D3, D4, D5 y D6.
Esta solicitud que corresponde & la presenta-

da en la Regpdblica Federal Alemana, el 16 de karzo de

1974, bajo el Ne P 24 12 689.4, se acoge a los beneficios

del articulo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Indus-

trial,

REIVINDICACIONES

.Los puntos de invencién propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Pa~
tente de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son los
que se recogen en las reivindicaciones siguientes:

18,~ Una disposicidn de circuito para sintoni-
zar y cambiar de bande un circuito resonante de radiofre-
cuencia, por ejemplo en un sintonizador de un receptor
de televisidén, que comprende un diodo de capacidad varia-

ble que se puede controlar por medio de une tensién de
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sintonizacidn para sintonizar el circuito resonante, y un
diodo de conamutacidén controlable por una tensién de con-
sutacidn y parte de cortocircuito de la bobina inducto-
re del circuito resonante para conwutacidn o cambio de
margen y un generador de tensién de conmutacidn contro-
lado por la tensidn de sintonizacidn y que genera la ten-
sién de conmutacién para el diodo de conmutacién, carac-
térizada por el hecho de que se aplica una tensidn de
reposicidn derivadsa de la tensidén de conmutacidn, ademés
de la tensidn de sintonizacién, al diodo de capacidad va-
riable, cuya tensién de reposicidn restablece la tensidn
en el diodo de capacidad vuriable g aproximadamente O V .
cuando se conwmuta un nuevo mergen.

28,~ Una disposicién dé circuito segin la rei-
vindicacidn 18, en la que el diodo de capacidad varisble
y el diodo de conmutacién tienen cada uno un primer elec-
trodo y un segundo electrodo y la tensién de sintoniza-
c¢idn se aplica al primer electrodo del diodo de capaci-
dad varisble y le tensién de conmutscién al primer elec-
trodo del diodo de conamutacién, caracterizada por una re-
sistencia conectada con respecto a la corriente continua
al segundo electrodo del diodo de conmutacién, a través
de cuyo electrodo se ajustae la tensién de reposicién, y
por una conexién conectada con respecto a la corriente

continna entre dicha resistencia y el segundo electrodo
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del diodo de capacidad variable, a través de cuya cone-
xién se aplica la tensidén de reposicién al diodo de capa-
cidad variable,

3&,- Una disposicidén de circuito segin la rei-
vindicacibn 12 0la?2 para sintonizar y conmutar un circui-
to resonante de RF en al mencs tres mérgenes de frecuen-
¢ia, caracterizada por un generzdor de tensidén de conmu-
tacidn para generar una primera tensién de conmutacidn
pera un primer dicdo de conmutacidn que cawsbia el circui-
t0 resonante de RF desde un primer & un segundo margen
de frecuencias y para generar una segunda tensidn de con-
mutacién para un segundo diodo de conmutacién que cawmbia |
el circuito resonante de RF desde un segundo a un.tercer
margen de frecuencias, caracterizada porque una tensién
de reposicidén derivada de las dos tensiones de conmuta~
cién se aplica al diodo de capacidad variable, cuys ten-
s8ién de reposicién reduce la tensién a través del diodo
de capacidgd variable hasta aproximadamente O V, tanto
cuando se cambia desde el primero al segundo wmargen de
frecuencias como cuando se cambia del segundo al tercero
margen de frecuencias;

48,~ Una disposicidén de circuito segin las rei-
vindicaciones 12, 22 o 3¢ pars utilizar en un sintonize-
dor con un cascilador controlado por la tensidn de sintoni-

zacién, caracterizada por un generador de tensién de con-
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mutacién controlada por dicho oscilador y que comprende
uno o més rectificadores,

58,~ Una disposicidn de eircuito para sintoni-
zar y cambiar de banda un circuito resonante de radiofre-

cuencia,

Tal y como se ha descrito en la semoria que
antecede, representado en los dibujos que se acowmpafian
y con los fines que se han especificado.

Esta iemoria consta de veinticinco hojas escri-

tas a méquine por una sola cara.

padrid, & MAYS 1975

P.A,

Alberi g b~
Por Pod. i
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